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© Integrlerte Halbleiterschaltung mlt elnem eleKtrlsch leltenden FlSchenelement 



Eine integrierte Halbleiterschaltung weist in ein- 
ern Teilbereich ihrer OberflSche Flachenelemente 
(F) auf t die mindestens gleich dick sind wie Leiter- 
bahnen (L) der integrierten Halbleiterschaltung und 
gleiche chemische Eigenschaften haben wie diese. 
Sie sind oberhalb eines Teiles dieser Leiterbahnen - 
(L) als zwerte Metallisierungsebene angeordnet Eine 
darUberliegende Passivierungsschicht (P) ist an Stel- 
len oberhalb der von einem Flachenelement (F) be- 
deckten Leiterbahnen (L) mindestens gleich dick 
Oder dicker als solche oberhalb von Leiterbahnen 
(L1). die nicht von den Fiachenelementen (F) be- 
deckt sind. 

FIG 1 
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Integrierte Halbleiterschaltung 



Die Erfindung betrifft eine integrierte Halbleiter- 
schaltung, wie sie im Oberbegriff des Anspruchs 1 
beschrieben ist. 

Bekanntlich werden MOS-Schaltungen in meh- 
reren Verfahrensschritten hergestellt, in welchen - 
das verwendete Halbleitersubstrat auf die gewUn- 
schte Weise strukturiert wird. Umgekehrt kann 
durch Analyse der Struktur die Funktion und Eigen- 
schaft der Schaltung ermittelt werden. Mit Hilfe 
eines Lichtmikroskops ist es moglich. eine lichtopti- 
sche Analyse durchzufuhren. Auf diese Weise kann 
beispielsweise auch die in einem ROM gespei- 
cherte Information bekannt werden. Bei elektrisch 
programmierbaren Speichern (E'PROMs) kann der 
Speicherinhalt einer elektrischen Analyse unterzo- 
gen werden, beispielsweise durch Abtastung des 
Ladungszustandes der Speicherzellen mit Elektro- 
nenstrahlen und Untersuchung des Potentialkontra- 
stes. Eine indirekte Analyse durch Ruckwirkung 
des Speicherzustandes auf die notwendigerweise 
mit dem Speicher verschaltete Peripherielogik ist 
ebenfalls nicht auszuschiieBen. Ein Beispiel dafQr 
ist die Messung des Potentials auf den Spaltenlei- 
tungen nach Einstellung einer Speicheradresse. 
Derartige Messungen setzen allerdings voraus. da/3 
die Oberflache vollstandig offenliegt und 
eiektrooptisch abgetastet werden kann. 

Es gibt jedoch Anwendungsfalle fur integrierte 
Schaltungen, insbesondere fur Speicher- 
schaltungen, in welchen eine Analyse der Schal- 
tung und des Speicherinhalts fur Unberechtigte 
verhindert werden mufl. Anwendungsbeispiele 
dafur sind Sicherheits-und Zugriffssysteme, 
Abrechungs-und Registriersysteme und Debit-oder 
Kreditsysteme. bei welchem sog. Chipkarten einge- 
setzt werden. Auf jeder Karte sind dabei Daten 
gespeichert. die vor jeder Anwendung der Karte 
geprUft werden und die einen MiBbrauch der Karte 
verhindern sollen. Femer kann jeder Chip mit einer 
speziellen Sicherheitsiogikschaltung versehen sein. 
welche die Ausioseschaltung des Speichers sper- 
ren oder aber das Auslesen von einer Freigabepro- 
zedur abhangig machen soil. Die Moglichkeit einer 
Analyse der Schaltung oder des Speicherinhalts in 
betrugerischer Absicht kann daher die Zu- 
verlassigkeit des betreffenden Systems gefahrden. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, eine integrierte Schaltung der o.g. Art an- 
zugeben, mit welcher eine elektrische Analyse der 
Schaltung und des Schaltungszustandes verhindert 
wird. 

Versuche, die gesteilte Aufgabe zu losen, sind 
bekannt. Aus der DE-OS 30 44 983 ist es bei- 
spielsweise bekannt, Bereiche zwischen Leiterbah- 
nen durch metallische Flachenelemente auf- 



zufullen, die in derselben Ebene Hegen wie die 
Leiterbahnen und die mit diesen nicht elektrisch 
verbunden sind. Aus derselben Literaturstelle ist 
auch bekannt, die Leiterbahnen flachenmaflig so zu 
5 verandem und zu vergro/tern, dafl sie auf den 
Betrachter nicht mehr wie Leiterbahnen wirken, 
sondern wie beispielsweise elektrische Ab- 
schirmflachen. Diese MaBnahmen mogen zwar im 
Bnzelfall den Fachmann, der mit solchen 
10 Maflnahmen versehene Schaltungen und deren 
elektrische Zustand analysieren will, momentan 
verwirren. Ein ernsthafter, sicher wirkender Schutz 
vor zielstrebig durchgefQhrten Analysen bietet je- 
doch diese bekannte Mafinahme nicht Beispiels- 
75 weise nach Abatzen von Gber den Leiterbahnen 
liegenden Deck-und Passivierungsschichten bis auf 
die Leiterbahnen lassen sich die Schaltungen dann 
jederzeit lichtoptisch und/oder mit Hilfe von Metho- 
den zur Feststellung von Potentialkontrasten unter- 
20 suchen. 

Die gesteilte Aufgabe wird jedoch zuveriassig 
mit den im kennzeichnenden Teil des Patentans- 
pruches 1 aufgefiihrten Merkmalen gelost. Vorteil- 
hafte Auf-und Weiterbildungen der Erfindung sind 
25 in UnteransprCichen gekennzeichnet. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand der 
Figur 1 naher erlautert. Figur 1 zeigt eine Schnitt- 
zeichnung durch eine erfindungsgema/te 
schematisierte integrierte Halbleiterschaltung. 
30 Ein Halbleiterkristall. beispielsweise aus Sili- 

zium Oder Galliumarsenid dient in Form eines Sub- 
strates S als mechanischer Trager fCir die gesamte 
integrierte Halbleiterschaltung. Wie bei integrierten 
Halbleiterschaltungen ublich, sind im Bereiche ein- 
35 er der Hauptflachen des Substrates S elektrische 
Strukturen ES angeordnet. Sie sind die einzelnen 
Schaltelemente einer integrierten Halbleiter- 
schaltung wie z.B. Transistoren, KapazitSten, Wi- 
derstande und Dioden. Aus 

40 UbersichtlichkeitsgrUnden wurde in Figur 1 auf die 
Darstellung einzelner elektrischer Strukturen ES 
verzichtet das Bezugszeichen ES deutet nur den 
Bereich an. in dem sich die Strukturen ES befin- 
den. Leiterbahnen L verbinden die einzelnen 
«5 elektrischen Strukturen ES miteinander. so dafi sich 
die jeweils gewUnschte Schaltung ergibt. Um un- 
erwunschte KurzschlCisse zwischen den Leiterbah- 
nen L und den elektrischen Strukturen ES zu ver- 
meiden, befindet sich zwischen den Leiterbahnen L 
so und den elektrischen Strukturen ES noch eine 
sogenannte Zwischenoxidschicht Z. Bei der Her- 
stellung der integrierten Halbleiterschaltung kann 
die Zwischenoxidschicht Z beispielsweise als 
thermisches Oxid aufgewachsen werden. Die Lei- 
terbahnen L sind mittels Kontaktlochern K mit dem 
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elektrischen Strukturen ES verbunden. Oberhalb 
dor Leiterbahnen L und der Zwischenoxidschicht 2 
schlie/ten sich noch mindestens eine 
Passivierungsschicht P und gegebenenfalls weitere 
Deckschichten (nicht dargestellt) an. Eine solche- 
rart aufgebaute integrierte Halbleiterschaltung weist 
keinerlei Schutz gegenuber Anaiysen auf. Insbe- 
sondere bei nichtfluchtigen Halbleiterspeichern laflt 
sich sogar der momontane Schaltungszustand, d.h. 
der Speicherinhalt, erfassen und auswerten. Eine 
integrierte Halbleiterschaltung nach dem Stande 
der Technik weist deshalb in derselben Ebene, in 
der sich die Leiterbahnen L befinden. d.h. also 
oberhalb der elektrischen Strukturen ES 
Flachenelemente auf, die bis auf einen gewissen 
Abstand seitlich an die Leiterbahnen L heranrei- 
chen. Dies bietet jedoch, wie berelts ausgefGhrt, 
keinen Schutz vor Analyse und Auslesen von Da- 
ten, denn nach Abtragen der Passivierungsschicht 
P liegen die Leiterbahnen L offen und sind voll 
zuganglich. 

Die erfindungsgemaOe integrierte Halbleiter- 
schaltung hingegen weist zwischen der Ebene der 
Leiterbahnen L und der Passivierungsschicht P ein 
oder mehrere Flachenelemente F auf, die folgen- 
den Mindestbedingungen genugen: 

1. Sie bedecken einen Teil der gesamten 
Oberflache der integrierten Schaltung, wodurch ein 
Teil der Leiterbahnen L. ein Teil des Substrats S 
und ein TeH der elektrischen Strukturen ES be- 
deckt ist. Dies bedeutet, da/3 sich die 
Flachenelemente F mindestens teilweise nicht in 
der gleichen Ebene befinden wie die Leiterbahnen 
L. 

2. Sie sind durch eine Isolierschicht IS von 
den bedeckten Leiterbahnen L eiektrisch getrennt. 

3. Die Flachenelemente F sind mindestens 
gleich dick wie die Leiterbahnen L. 

4. Sie haben dieselben chemischen Eigen- 
schaften wie die Leiterbahnen L, d.h. insbesondere, 
sie weisen bezuglich Atzbehandlungen dasselbe 
Verhalten auf wie die Leiterbahnen L. 

Eine weitere, erfindungsgemafle Eigenschaft 
weisen die Passivierungsschicht P und die gegebe- 
nenfalls vorhandenen Deckschichten auf: sie sind 
wenigstens an den Stellen, an denen die 
Flachenelemente F Leiterbahnen L bedecken, min- 
destens gleich dick (vgl. Mafl d) Oder dicker als an 
Stellen (vgl. Mafl D) oberhalb von solchen Leiter- 
bahnen Li, die frei von einer Bedeckung durch 
Flachenelemente F sind. Es ist auch vorteilhaft. 
daC die Passivierungschicht P an seitlichen 
Randern soicher von einem Flachenelement F be- 
deckter Leiterbahnen L, an denen ein 
Flachenelement F in seiner lateralen Ausbreitung 
endet, eine minimale Dicke d1 aufweist, die minde- 
stens gleich der Dicke d ist. 
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Eine solche erfindungsgemafle integrierte 
Halbleiterschaltung ist weitestgehend sicher vor 
optischer und/oder elektrischer Analyse. Im folgen- 
den wird erlautert, wie der Schutz wirkt. Es sei 
5 dabei beispielhaft angenommen, die in Figur 1 
dargestellte integriert Halbleiterschaltung sei eine 
nichtfluchtige Halbleiterspeicherschaltung, nach der 
Art eines E'PROM. Der in Figur 1 mit I bezeichnete 
Bereich stelfe eine eventuell in der 

70 Halbleiterspeicherschaltung enthaltene 
Sicherheitslogikschaltung dar, die einen unberech- 
tigten elektrischen Zugriff auf die in der Speicher- 
schaltung gespeicherten Daten unterbinden soil, 
beispielsweise durch Verarbeiten eines extern ein- 

75 zugebenden Geheimcodes. Anstelle der 
Sicherheitslogikschaltung oder zusatzlich dazu 
kann der Bereich I auch fur die Funktion der 
Halbleiterungschaltung grundlegend notwendige 
Schaltungsteiie enthalten wie Clockgeneratoren 

20 oder Substratvorspannungsgeneratorschaltungen. 
Diese Schaltungen und Schaltungsteiie sind als 
elektrische Strukturen ES mittels Leiterbahnen 
untereinander und mit restlichen Teilen der inte- 
grierten Halbleiterschaltung verbunden. Dies s ist. 

25 stark schematisiert als eine einzige Leiterbahn L1 
dargestellt. Der Bereich I ist erfindungsgemSfl frei 
von den FlSchenelementen F. Der Bereich II stellt 
einen Bereich dar. der beispielsweise das der 
Halbleiterspeicherschaltung zugehorige Speicher- 

30 zellenfeid sowie zu diesem periphere Schaltung- 
steiie enthSIt, deren zugehorige Leiterbahnen L zu- 
mindest teilweise Logikpegel aufweisen, die entwe- 
der aus dem Speicherzellenfeld ausgelesenen Da- 
ten oder fiir das Speicherzellenfeld wichtigen. rele- 
ts vanten Daten (z.B. Adrefisignalen) entsprechen. 
Der Bereich II weist mindestens ein 
Flachenelement F auf. Erfindungsgemafl bedeckt 
es ausschliefllich einen Teil aller Leiterbahnen L 
der integrierten Halbleiterschaltung. Der Bereich III 

40 sei zunachst einmai auBer acht gelassen. 

Versucht nun jemand unbefugt, den Halbleiter- 
speicher Oder seinen Speicherinhalt zu analysieren 
oder auszulesen (es sei angenommen, daJ3 unbe- 
fugtes "einfaches Auslesen" durch die vorge- 

45 nannte, in die integrierte Schaltung eingebaute 
Sicherheitslogikschaltung unterbunden ist), so wird 
er im allgemeinen die Passivierungsschicht P und 
die gegebenenfalls vorhandenen weiteren Deck- 
schichten abzulfisen versuchen (beispielsweise 

50 mittels Atzen). Aufgrund der angegebenen Schicht- 
dickenverhaltnisse (MaBe d, D,d1) ist spatestens zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Passivierungsschicht P 
oberhalb des Flachenelementes F im Bereich II 
entfernt ist diese auch Gber der Leiterbahn L1 im 

55 Bereich I entfernt. Der Bereich I ist jetzt zwar frei 
zuganglich, s kann jedoch nichts analysiert wer- 
den, da er keine Leiterbahnen enthalt, die Logikpe- 
gel annehmen, die dem Speicherinhalt entspre- 
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chen. Im Bereich II, in dem sich ja angenomme- 
nermaflen periphere Schaltungsteile sowie das 
Speicherzellenfeld des Halbleiterspeichers befin- 
den, verhindert das Flachenelement F einen zu 
Analysezwecken notwendigen Eingriff 
(beispielsweise Anlegen bestimmter Spannungen 
an die Ausgange bestimmter. durch die 
Sicherheitslogikschaltung in ihrer Funktion gesperr- 
ter Dekoder). Es bleibt also nichts anderes ubrig, 
als das Flachenelement F bzw. die 
-JElacheneiemeate F im Bereich II ebenfalls weq- 



gsebene aufgetragen, vorzugsweise in derselben 
Dicke wie die erste Metallisierungsebene fur die 
Leiterbahnen L und gemafl den Erfordernissen des 
erwiinschten Schutzes strukturiert. 

5 Es ist vorteilhaft, wenn sowohl die Leiterbahnen 

L f L1 als auch die Flachenelement F aus Metall. 
insbesondere aus Aluminium sind. Es ist auch vor- 
teilhaft, wenn sowohl die Leiterbahnen L, L1 als 
auch die Flachenelemente F aus Polysilizium Oder 

10 aus hochschmelzenden Siliziden sind. Es ist auch 
vorteilhaft. die Flachenelemente F so anzuordnen, 



zuatzen, einschlieBIich der darunterliegenden 
Isolierschicht IS. Da aber auch die Leiterbahn L1 
im Bereich I zu diesem Zeitpunkt freiliegt. somit 
dem Atzmittel zugMnglich ist, hochstens gleich dick 
ist wie das Flachenelement F und gieiche chemi- 
sche Eigenschatten wie dieses (F) aufweist - 
(insbesondere bezuglich des Atzverhaltens), wird 
bei einem Abatzen des Fiachenelementes F im 
Bereich II auch die Leiterbahn L1 im Bereich I mit 
weggeatzt Im Endeffekt sind dann zwar die peri- 
pheren Schaltungsteile und das Speicherzellenfeld 
im Bereich It zuganglich. eine Analyse ist jedoch 
trotzdem nicht moglich, weil im Bereich I die Lei- 
terbahnen, in Figur 1 angedeutet durch die Leiter- 
bahn LI, zerstort (weggeatzt) sind. Damit konnen 
die im Bereich I befindlichen Schaltungsteile nicht 
mehr funktionieren, was jegliche Funktion im Be- 
reich II unmogiich macht In einem einzigen Saitz 
ausgedrQckt: eine erfindungsgema/Je integrierte 
Halbleiterschaltung wird beim Versuch, sie zu ana- 
lysieren oder im Falie von nichtflQchtigen Halblei- 
terspeichern, ihren Inhalt auszulesen, aufgrund ih- 
res vorteilhaften Aufbaus gewollt und zuverlassig 
mindestens in ihrer elektrischen Funktion zerstort. 

Die erfindungsgemSBe integrierte Halbleiter- 
schaltung laflt sich mit bekannten Mitteln leicht 
herstellen: die elektrischen Strukturen ES und das 
Zwischenoxid Z sind in herkommlichen Prozefl- 
schritten fertigbar. Die Leiterbahnen L f die Isolier- 
schichten IS und die Flachenelemente F sind mit 
den bekannten Prozeflschritten, die Herstellung von 
Mehrlagenverdrahtungen bei integrierten Schalt- 
kreisen betreffend. herstellbar. Die Leiterbahnen L 
werden dabei als erste Metallisierungsebene aufge- 
tragen und entsprechend den jeweiligen Schaltun- 
gserfordernissen strukturiert. Als Isolierschicht IS 
bietet sich z.B. Plasmaoxid an. Thermisch gewach- 
senes Oxid kann nicht verwendet werden, weii 
dabei aufgrund der auftretenden Temperaturen die 
darunterliegenden Leiterbahnen L verbrannt 
wQrden. Die Flachenelemente F, die ja dieselben 
chemischen Bgenschaften aufweisen sollen wie 
die Leiterbahnen L t insbesondere, was das 
Atzverhaiten betrifft, bestehen in vorteilhafter Weise 
aus demseiben Material wie die Leiterbahnen L. 
Sie werden entsprechend als zweite Metallisierun- 



da5 sie ausschlieBliche Leiterbahnen L. und zwar 
einen Teil dieser Leiterbahnen L, bedecken (vgl. 
Bereich II von Figur 1). In einer ersten 
75 Ausfuhrungsform der Erfindung sind die 
Flachenelemente F bezUglich der integrierten 
Schaltung elektrisch isoliert angeordnet. 

In einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung sind die Flachenelemente F elektrisch mit 
20 einem der integrierten Halbleiterschaltung als 
Spannungsversorgung dienenden Potential verbun- 
den. Des weiteren konnen mehrere 
Flachenelemente F miteinander verbunden sein. In 
einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung kann 
25 ein erstes Flachenelement F mit einem der inte- 
grierten Halbleiterschaltung als Spannungsversor- 
gung dienenden ersten Potential verbunden sein, 
wohingegen ein zweites Flachenelement F mit ein- 
em der integrierten Halbleiterschaltung ebenfalls 
30 als Spannungsversorgung dienenden zweiten Po- 
tential verbunden ist 

Eine besondere Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung ist bei Figur 1 im Bereich 111 dargestellt. Diese 
Ausfuhrungsform kann, wie in Figur 1 gezeigt, mit 
35 dem obengenannten Ausfuhrungsformen der Erfin- 
dung kombiniert werden, die im Bereich II vOn 
Figur 1 dargestellt sind. Sie kann jedoch auch 
selbstandig angewandt werden, so da/5 bei einer 
Darstellung im Querschnitt analog zur gezeigten 
40 Figur 1 der Bereich II entfallen wurde, d.h. eine 
entsprechende integrierte Halbleiterschaltung setzt 
sich nur aus den Bereichen I und 111 zusammen. 

Bei der im Bereich III der Figur dargestellten 
Ausfuhrungsform der Erfindung werden zumindest 
45 ein Teil der Flachenelemente F gleichzeitig als 
Leiterbahnen einer zweiten Metallisierungsebene 
verwendet. Die Ausfuhrungsform unterscheidet sich 
im wesentlichen von den vorgenannten nur 
dadurch, dafl entsprechende Kontaktlocher K zwi- 
50 schen den als Leiterbahnen wirkenden 
Flachenelementen F und einem Teil der elektri- 
schen Strukturen ES angeordnet sind. In einer Wei- 
terbildung der Erfindung sind diese Kontaktlocher 
K durch das Zwischenoxid Z hindurch gebildet und 
55 teilweise auch durch die Isolierschicht IS hindurch. 
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Wie vorstehend bereits beschrieben, werden 
zur Herstellung der erfindungsgemaflen integrierten 
Halbieiterschaltung herkommliche Mehrlagenver- 
drahtungstechnoiogien verwendet. 

Gemafl Fig. 2 besteht eine weitere vorteilhafte 
AusfUhrung der Erfindung darin, in einer integrier- 
ten Halbieiterschaltung zwei Bereiche (l;II,lll) vorzu- 
sehen. deren erster Bereich I frei von den 
FISchenelementen- F ist und deren zweiter Bereich 
11*111 die Flachenelemente F enthalt. Der erste Be- 
reich I enthalt dabei eine Sicherheitslogikschaltung 
und/oder Schaltungsteiie, die unabhangig von einer 
Sicherheitslogikschaltung fGr die ordnungsgemafle 
Funktion der integrierten Halbeiterschaltung grund- 
legend notwendig sind. Dies konnen z.B. soge- 
nannte Clockgeneratoren und/oder 

Substratvorspannungsgeneratorschaltungen sein. 
Unter einer Sicherheitslogikschaltung wird eine 
Schaltung verstanden, die, um die restlichen Teile 
der integrierten Halbieiterschaltung zu aktivieren, 
Daten benotigt, die der integrierten Halbieiter- 
schaltung zugefOhrt werden mUssen (Beispiel: Ein- 
tippen einer Geheimnummer beim Abheben von 
Bargeld mittels eines Geldausgabeautomaten und 
einer entsprechend praparierten Ausweiskarte wie 
einer Scheckkarte) und bei deren Ausbleiben (z.B. 
in AbhSngigkeit vom Parameter "Zeit") Oder beim 
ZufUhren falscher Daten die Funktion der integrier- 
ten Halbieiterschaltung blockiert wird. 

Der zweite Bereich 11,111 enthalt erfindungs- 
gemSB solche Schaltungsteiie in seinen elektri- 
schen Strukturen ES. deren ihnenzugeordnete und 
mit diesen (ES) in Kontakt stehende Leiterbahnen L 
fur die integrierte Halbieiterschaltung oder gegebe- 
nenfalls deren Speicherinhalt relevante Logikpegel 
aufweisen. 



AnsprUche 

1. Integrierte Halbieiterschaltung mit einem 
Substrat (S). mit einer Schicht elektrischer Struktu- 
ren (ES), mit Leiterbahnen (L) zur Verbindung der 
elektrischen Strukturen (ES), mit wenigstens einem 
elektrisch leitenden Flachenelement (F). das das 
Substrat (S) und die elektrischen Strukturen (ES) 
bedeckt und mit einer das Substrat (S), die elektri- 
schen Strukturen (ES). die Leiterbahnen (L) und 
das Flachenelement (F) bedeckenden 
Passivierungsschicht (P), 
dadurch gekennzeichnet, 

-dafl das Flachenelement (F) einen Teil der gesam- 
ten Oberfiache der integrierten Halbieiterschaltung 
bedeckt, wodurch ein Teil der Leiterbahnen (L), ein 
Teil des Substrates (S) und eine Teil der elektri- 
schen Strukturen (ES) bedeckt sind, wobei das 
Flachenelement (F) von den Leiterbahnen (L) durch 
eine Isolierschicht (IS) elektrisch getrennt ist, 



- da/3 das Flachenelement (F) mindestens gleich 
dick ist wie die Leiterbahnen (L), 
-dafl das Flachenelement (F) dieselben chemi- 
schen Eigenschaften aufweist wie die Leiterbahn n 
5 (L), 

-dafl die Passivierungsschicht (P) und eventueil 
weitere vorhandene Deckschichten oberhalb des 
FlSchenelementes (F) mindestens an Stellen, an 
denen sie Leiterbahnen (L) bedecken, gleich dick 
10 oder dicker sind ais oberhalb von solchen Leiter- 
bahnen (L1), die frei von einer Bedeckung durch 
das Flachenelement (F) sind. 

2. Integrierte Halbieiterschaltung nach Ans- 
pruch 1, 

75 dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Leiterbahnen (L) und das Flachenelement - 
(F) aus Metall, insbesondere aus Aluminium sind. 

3. Integrierte Halbieiterschaltung nach Ans- 
pruch 1, 

20 dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Leiterbahnen (L) und das Flachenelement - 
(F) aus Polysilizium oder aus Metallsiliziden sind. 

4. Integrierte Halbieiterschaltung nach einem 
der vorhergehenden Anspruche. 

25 dadurch gekennzeichnet , 

da/3 die Flachenelemente (F) ausschliefllich einen 
Teil der Leiterbahnen (L) bedecken. 

5. Integrierte Halbieiterschaltung nach einem 
der vorhergehenden AnsprUche, 

30 dadurch gekennzeichnet , 

dafl wenigstens eines der Flachenelemente (F) 
elektrisch isoliert angeordnet ist. 

6. Integrierte Halbieiterschaltung nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, 

35 dadurch gekennzeichnet, 

dafl wenigstens eines der Flachenelemente (F) mit 
einem der Halbieiterschaltung ais Spannungsver- 
sorgung dienenden Potential verbunden ist. 

7. integrierte Halbieiterschaltung nach einem 
40 der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl mehrere RSchenelemente (F) miteinander ver- 
bunden sind. 

8. Integrierte Halbieiterschaltung nach einem 
45 der vorhergehenden AnsprGche. 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl ein erstes FISchenelement (F) mit einem d r 
Halbieiterschaltung ais Spannungsversorgung die- 
nenden ersten Potential verbunden ist und dafl ein 
50 zweites Flachenelement (F) mit einem der 
Halbleiterschaftung ais Spannungsversorgung die- 
nenden zweiten Potential verbunden ist. 

9. Integrierte Halbieiterschaltung nach einem 
der vorhergehenden AnsprQche, 

55 dadurch gekennzeichnet. 

dafl wenigstens eines der Flachenelemente (F) ais 
Leiterbahn dient und mit einem Teil der elektri- 
schen Strukturen (ES) verbunden ist. 
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10. Integrierte Halbleiterschaltung nach Ans- 
pruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, 

daj3 die Verbindung durch Kontaktlocher (K), insbe- 
sondere durch das Zwischenoxid (Z) hindurch er- 
folgt 

11. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem 
der vorhergehenden Anspruche. 

dadurch gekennzeichnet, 

daJ3 zu seiner Herstellung Mehrlagenverdrahtung- 
stechnologien verwendet werden. 

12. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem 
der vorhergehenden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl sie einen ersten Bereich (L) aufweist der frei 
ist von den Flachenelementen (F), und einen zwei- 
ten Bereich (II.III), der die Flachenelemente (F) 
enthalt 

13. Integrierte Halbleiterschaltung nach Ans- 
pruch 12, 

dadurch gekennzeichnet , 

dafl der erste Bereich (I) Schaltungsteile enthalt. 
die eine Sicherheitslogikschaltung darstellen, wobei 
eine Sicherheitslogikschaltung eine Schaitung ist. 



die in Abhangigkeit von einem der integrierten 
Halbleiterschaltung zugefuhrten Begriff das elektri- 
schen Funktionieren mindestens eines Teiles weite- 
rer Schaltungsteile der integrierten Halbleiter- 
5 schaitung ermoglicht und die bei Ausbleiben des 
Begriffs Oder bei ZufGhrung eines im Sinne des 
erwarteten Begriffes falschen Begriffes dieses 
Funktionieren verhindert. 

14. Integrierte Halbleiterschaltung nach Ans- 
10 pruch 12 Oder Anspruch 13, 

dadurch gekennzeichnet, 
daC der erste Bereich (I) Schaltungsteile enthalt, 
die, unabhangig von einer Sicherheitslogik- 
schaltung gema/3 Anspruch 13, fUr die ordnungs- 
75 gemafle Funktion der integrierten Halbleiter- 
schaltung grundlegend notwendig sind. 

15. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem 
der AnsprOche 12 bis 14, 

dadurch gekennzeichnet, 
20 dafl der zweite Bereich (lljll) Schaltungsteile 
enthalt, deren zugehorige Leiterbahnen (L) die fGr 
die integrierte Halbleiterschaltung als solche rele- 
vante Logikpegel aufweisen. 
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